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二次离子质谱 (SIMS) 应用：
SiGe 器件微区分析

AN 360CN

说明 随着器件尺寸的缩小，单位晶片的实用价值越来越高，导致用于工艺监测的
区域（TEST STRACTURE）越来越小。大多数留给 SIMS 测量的区域大约在
100μm。在这样小的区域要得到具有实用价值的 SIMS 数据是很困难的。对
SiGe 材料和器件，我们可以提供在样品分析区 <100 μm 的 SIMS 纵向杂质和
掺杂分布的分析。

对 SiGe 这种材料，要同时得到高的深度分辨率和低的探测极限，在过去是不
可能的，特别是在分析区域很小的情况下。它需要一次离子的能量要低而且聚
焦要好。二者往往是矛盾的。

在掺杂和杂质纵向分布的测量中，SIMS 是所有分析技术中最佳的选择。深度
分辨率和灵敏度主要是由 SIMS 仪器的设定来决定的．其次，它取决于二次离子
收集区与一次离子扫描区面积的比例。作为一个实例， 图中给出对 C 和 O 的
分析结果。样品是一个 SiGe 器件。可用于分析区域的面积为70 μm x 120 μm，
实际分析区域为 25 μm，而二次离子是从直径 10 μm 的中心收集到的。从图中
可以看出，C 和 O 的探测极限均保持在相当低的水平。为了保证高的纵向深度
分辨率，分析中采用了低能量的一次离子。

SiGe Device
(70 x 120 μm pad)
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